uBc 4] L] o rd . uBc 4]
Duodiode-triode Détectrice, ampl. B.F.
FILAMENT
Tension ... 14 'V
. Courant .... 0,1 A
W E
g3
S UTILISATION
Tension anodique .................... 100 170 Vv
q Tension de grille .................... -1 —1,556 V
JL . Courant d’anoede .................... 0,8 1,5 mA
CULOT VU T Pente ... e 1,4 1,65 mA/V
DE DESSOUS Coefficient d’amplification .......... h{1] 0
SUPPORT YU 22 max Résistance interme .................. 50 42 kQ
COTE SOUDURES Amplificatrice B.F.
CAPACITES (Ier exemple)
Elémen+ +riode Tension anodique ................ ’_\5\00} A%
Résistance d’anode .............. 100 220 kQ
C — 27 oF - Résistance de cathode .......... 3 900 5 600 Q
g L3 P Résistance de grille ............ 1 1 MQ
C,. =17 pF Résistance de grille de I'étage
C — |5 oF 1 suivant (C liaison = 0,01 uF) 330 680 kQ
ga = 2P Courant d’anode ................ 0,28 0,18 mA
Gain ...l 34 41
, . Dist. pour sortie = 3 V eff 2 1,3 9%
Elément diode Dist, pour sortie = 5 V eff 3,5 1,9 %
Ca = 08 pF _ (2¢ exemple)
a2 =07 pF Pensi i 190 : v
Cdl o < 03 pF ension anodique ................ e
C 0.1 F Résistance d’anode .............. 100 220 kQ
ar < U p Résistance de cathode .......... 3 900 5600 © -
Caz¢ < 005 pF Résistance de grille ............ 1 1 Mo
: Résistance de grille de Pétage
suivant (C liaison = 0,01 uF) 330 680 kQ
Entre éléments g;urant &anode ................ 0,45 0,28 mA
T e 37 41
Dist. pour sortie = 3 Veff .... 1,1 1,1 %
Cag < 0007 pF : Dist. pour sortie = 5 Veff .... 17 13 %
Cd2g < 0,03 pF ) Dist. pour sortie = 8 Veff .... 2,6 1,85 9%
Cd] a < 0.0' pF @
h e
Caza < 001 pF 3 srample)
Tension anodiguwe .............. 100 v
* Résistance d’anode WIZZQ kQ
Résistance de cathode .......... ] 0 Q
Résistance de grille ....... e 7 22 MQ
. ) LIMITES Résistance de grille de l'étage
. . saivant (C liaison = 0,01 uF) 330 680 kQ
Elément triode gourunt d@anode ................ 0,35 0,21 mA
£ (TN 35 41
Tension maximum sur 1’anode, a froid .... 550 \4 Dist. pour sortie = 3 V eff 1,6 1,45 %
Tension maximum d’anode ................ 250 v Dist. pour sortie = 5 Veff .... 2.8 2 %
Dissipation maximum d’anode ............ 0,5 W
Courant maximum de cathode .............. 5 mA 4¢ |
Tension max. de grille (I, = 0,3 uA) ...... 13 Vv (4° exemple)
Résistance maximum de grille ............ 3 MQ Tensi ai : 19 -
(22 MQ en cas de polarisation par fuite de grille) ENSION ANOQUAUE .. - ooovvvvenenns ’\/‘\_/
Résistance d’anode .............. 100 220 kQ
Chague diode » Résistance de cathode .......... ¢ e 2
q Résistance de grille ............ 22 22 MQ
Tension maximum de créte ................ 350 \% Résistance de grille de D'étage
Courant maximum ...................... ... 0,8 mA suivant (C liaison = 0,01 pF) 330 680 kQ
Tension max. de diode (I; = 0,3 pA) .... —1,3 V Courant d’anode ................ 0,82 0,46 mA
Courant maximum de eréte .............. .5 mA Gain ..ol 42 48
: Dist. pour sortie = 3 Veff .... 0,75 0,95 9
Tension max. filament-cathode ......... 150 v Dist. pour sortie = 5 Veff .... 1 1,1 9%
Résistance max. filament-cathode .......... 20 kQ Dist. pour sortie = 8 Veff .... 1,2 L3 %
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UBC 41 : Courant d'anode I, et pente S en fonction de la ten-
. sion de grille V..

UBC 41 : Courant d’anode I, en fonction de la tension d’anode
V., pour différentes valeurs de la tension de grille V,.
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UBC 41 : Résistance d’amortissement H.F. R; en fonction de la
tension H.F. d’entrée V. pour trois valeurs de la résistance de

détection.

UBC 41 : Composante alternative V,. et composante continue
du signal détecté en fonction de la tension H.F. d’entrée V.
(m = coefficient de modulation).






